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【緒言】発光中心タイプのシンチレータにおい

て，ホストから発光中心へのエネルギー移動過

程は，シンチレーション過程においてきわめて

重要であるにも拘らず，ブラックボックスのま

まである．本研究では，ホストでの励起状態を

観測するべく，GSO:Ce を例に取り，過渡吸収

分光による解析を試みた． 

【実験方法】定常光を入射し，そこにパルス電

子線を入射することにより生じた過渡吸収に

よる定常光の一時的な強度低下を，モノクロメ

ータを用いて波長ごとに観測し，デジタルオシ

ロスコープによりモニターした． 

【結果と考察】図１に，過渡吸収の時間プロフ

ァイルのピークでの過渡吸収の値をプロット

したものを示す．縦軸の単位である OD は

Optical Density（光学濃度）の略である．450 nm

付近にピークを有する，波長領域の比較的狭い

バンドと，700 nm 付近にピークを有する，非

常に幅広いバンドが観測された．この２つの構

造は，アルカリハライドなどでの電子・正孔中

心と類似している． 

 図２に，GSO:Ce(0.5%)の，各波長での過渡吸

収時間プロファイルを示す．図１で観測された

双方のバンドにおける時間プロファイルはほ

ぼ一致した．図３に，異なるCe濃度での 450 nm

での過渡吸収時間プロファイルを示す．Ce 濃

度が高いほど，過渡吸収がより速く減衰するこ

とが明らかとなった．この減衰挙動の濃度依存

性は，定性的に，シンチレーション時間プロフ

ァイルにおける立ち上がりと一致している．こ

の結果から，本研究で観測された過渡吸収が，

発光中心である Ce3+へとエネルギー移動を起

こす直前のホスト励起状態に対応することが

強く示唆された． 
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図１ GSO:Ceの，各波長での過渡吸収時間プ

ロファイルのピークでの OD 値 
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図２ GSO:Ce(0.5%)の，各波長での過渡吸収

時間プロファイル 
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図３ 異なるCe濃度のGSO:Ceの 450 nmでの

過渡吸収時間プロファイル 
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